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1 緒言

　携帯機器や 通信情報・画像処理 などの 電子機器は小型 ・高速化の 必 要性か ら、ベ アチ ップ を平面

実装した MCM （Multi−Chip　Module）の 開発が進め られ てい る。 また次世代技術として 、 チ ップを多

段に積層接続した三 次元実装の 開発も開始された。これらの 実装で は高速伝送 特性 の 必 要性から

フリップチップ接続（FCA ：F韮ip　Chip　Attach）tO　1
’
必須である。 本研究は 、 各種 FCA 方式の 中で微 細化 ・

高信頼性に最も有利と考えられる Au／Au−FC 接合を取り上げ、多ピンチップを低温 ・低荷重条件で 高

信頼度に接合する技術を 目指す。本報告で は、有機基板上の Au め っ きパ ッ ドに対す る FC 接合の

低荷重化を検討した結果に つ い て述べ る。

2 実験方法

接合サンカ レに は、A膜 上に Au ス タッ ドバ ン プ を 49 〜 1024ヶ形成した 10  働 チ ッ プと、ベ

タ Cu 箔 に NilAuを電気め っ きした 0．6  厚さの ガラス エ ポキ シ基板 を用い た 。
　Au めっ き厚さは 0．7

μ m である。バ ン プの 外観と断面形状を Fig．1 に示す 。
バ ン プ直径 75−80 μ m 、 先端高さ：70〜 80μ

m 、肩 高さ1約 46 μ m であっ た 。 接合方法を Fig2 に示 す。接合サン プル の 加熱はス テージ及 び接

合ツ
ー

ル の 両側か ら行 っ た。表 面清浄化処理 は、Ar ス パ
ッタ法を採用した 。 接合部の 強度は、　Al膜

の 溶解によりチ ッ プを除去して からバ ン プの 剪断強度で 評価した 。

3 実験結果

　Fig．3 に 、 表面清浄化の 有無が バ ンプ剪断強度に与える影響を示す。清浄化処理を基板とチ ッ プ

の 両面に行 うことにより接合強度の 大幅な改善が認 められ、低荷重域 0．1−O．5N ／bump の 接合が可能

になることが分か る。接合荷重 O．5N ／bump におけるバ ン プ の 引張破断面を Fig．4 に示 す 。 清浄化処

理を行 うことにより、 基板パ
ッド面へ の Au バ ン プの 付着率が向上 して い る。 接合直前の 表面清浄化

により、大気中接合におい ても Au1Au の 接合性が改善されたことを示す。清浄化前後の パ
ソ ド及び

バ ン プ表面の AES 分析か ら、パ ッ ドで C，N ，O ，Cu、バ ン プ で C，O，S の 除去効果が確認され、これ らが

接合を阻害して い たと推察された 。

　Fig．5 は、接合荷重 O．2N！bump の 条件における接合部断面組織及 び 引張破面の 外観を示す。清

浄化処 理 は 両面で ある。接合荷 重 O．2NAbump で は、ス タッ ドバ ン プの ワイヤ 部の 変形の み で接合さ

れ 、初期に比 べ てバ ン プ部の 変形は ほとんど生じていない 。

一
方 、 引張破面の 状況か らバ ン プ 内破

断が確 認され、接合界面の 強度レ ベ ル は母材並みと判断される。

　これ らか ら、表面清浄化処理を併用 した FC 接合は低荷重条件で の Au／Au 　k 属接合が 卩∫能で 、

初期 バ ン プ サイズ を維持して接合できるため超微細ピ ッ チ の 接合に適す ることが分か っ た。

　Fig．6 は、多ピン の 接合結果を示 す。 接合強度は 、49−lo24 ピン の 範囲で ピン 数に依存せ ず 、 接合

荷重 に依存した値を示 す 。 すなわ ち、表 面清浄化 処理を行 っ た超音波 FC 接合によっ て、1000 ピン

クラス の Au／Au フリップチ ッ プ接続が可能であることが分っ た 。
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